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2) Les dgcisions ou accords officiels de la CEIl concernant les gdestions ig : , a mesure
du pogpsible, un accord international sur les sujets étudiés, (étan &0Q e ité i ntéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.
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commg normes, spécifications techniques tapp® i ides el>agréés comme tels par lep Comités
nationfaux.

4) Dans |e but d'encourager l'unification internati i i ' 3 bliquer de
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nationales et reglonales Toute dlvergenc \ régionale

5) La CH cOmme indication d’approbation et sa resgonsabilité
n’est pas engagée quand\ eri 8 a l'une de ses normes.
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I’objetl de droit S € droits analogues. La CEIl ne saurait étre tgnue pour
responsable de ne ie-deNtels d 0|t de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Norme internafidopna ' a’été établie par le sous-comité 47A: Circuits iptégrés,

du comité d'étud € MNispositifs & semiconducteurs.

Le texte des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47A/636/FDIS 47A/647/RVD

Le rapport de vote indiqué dans fe tableau ci-dessus donne toute information sur e vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L’annexe A fait partie intégrante de la présente norme.

Les annexes B, C, D et E sont données uniquement a titre d’information.
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La CEIl 61967 se compose des parties suivantes, sous le titre général Circuits intégrés —
Mesure des émissions électromagnétiques, 150 kHz a 1 GHz:

Partie 1: Conditions générales et définitions

Partie 2: Mesure des émissions rayonnées — Méthode de la cellule TEM 1

Partie 3: Mesure des émissions rayonnées — Méthode de scrutation surfacique 1

Partie 4: Mesure des émissions conduites — Méthode par couplage direct 1Q/150Q

Partie 5: Mesure des émissions conduites — Méthode de la cage de Faraday sur banc de travail 2

Partie 6,-Mesure des émissions conduites — Méthode de
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IEC 61967 consists of the following parts, under the general title Integrated circuits —
Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz:

Part 1: General conditions and definitions

Part 2: Measurement of radiated emissions — TEM-cell method 1

Part 3: Measurement of radiated emissions — Surface scan method 1

Part 4: Measurement of conducted emissions — 1 Q/150 Q direct coupling method

Part 5: Measurement of conducted emissions — Workbench Faraday cage method 2

Part 6: Measurement of conducted emissions — Magnetic probe method 2

The committee has decided that the contents of this publication ainhun an&d until
2008. A this date, the publication will be

* recoppfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amepded.

The corltents of the corrigendum of J 201

&

ded/in this copy.

1 Under consideration

2 To be published
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CIRCUITS INTEGRES — MESURE DES EMISSIONS
ELECTROMAGNETIQUES, 150 kHz A 1 GHz -

Partie 4: Mesure des émissions conduites —
Méthode par couplage direct 1 Q/150 Q
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4.1 Principes de base de mesure

Le niveau d'émission maximal toléré d'un CI (circuit intégré) dépend du niveau d'émission
maximal admis du systéme électronique qui contient le circuit intégré, ainsi que du niveau
d'immunité des autres éléments du systéme électronique proprement dit (appelé CEM
naturelle). La valeur de ce niveau d'émission dépend des parameétres (ambiants) spécifiques
au systéme et a l'application. Pour caractériser les Cl, c'est-a-dire fournir des valeurs EME
types pour une fiche technique, une méthode de mesure simple et des montages de mesure
non résonants sont nécessaires pour garantir un degré élevé de répétabilité. La base de cette
procédure d’essai est explicitée ci-dessous.
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INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS,
150 kHz TO 1 GHz -

Part 4: Measurement of conducted emissions —
1 Q/150 Q direct coupling method
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4 General

4.1 Measurement basics

The maximum tolerated emission level from an integrated circuit (IC) depends on the permitted
maximum emission level of the electronic system, which includes the IC, and also on the
immunity level of other parts of the electronic system itself (so called inherent EMC). The value
of this emission level is dependent on system and application specific (ambient) parameters.
To characterise ICs, i.e. to provide typical EME values for a data sheet, a simple measurement
procedure and non-resonant measurement set-ups are required to guarantee a high degree of
repeatability. The following describes the basis of this test procedure.
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Figure 2 — Exemple de Cl avec deux contacts a la masse,
une petite boucle E/S et deux boucles d’émission

Si le Cl en essai dispose de plusieurs contacts a la masse ou si certaines broches ne sont pas
supposées contribuer outre mesure a I'EME dans son ensemble, le Cl en essai a alors son
propre plan de masse comme indiqué a la figure 2. Ce plan de masse est appelé «masse Cl».
Il est isolé de l'autre masse, appelée «masse périphérique et de protection RF». Le courant RF
est mesuré entre la masse Cl et la masse périphérique.
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Figure 1 — Example of two emitting loops returning to the IC via common ground

The em|ssion of an IC is generated by sufficiently fast changes of voltages and
the IC. [These changes drive RF currents inside and outside the IC.
conducted EME, which is mainly distributed via the IC pins conductorAt

board (PCB) and the cabling. These loops are regarded as the e
comparison to the dimension of these loops, the loops in
considefed to be small.
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‘ RF-shield and peripheral ground ‘
IEC 895/02
Figure2—= i ins, ittimg loops

If the IC under test has more than one ground pin or some of the pins are not suspected to
contribute much to the whole EME, then the IC under test gets its own ground plane as shown
in figure 2. This ground plane is named “IC ground”. It is kept separately from the other ground,
that is named “RF-shield and peripheral ground”. The RF current is measured between the IC
ground and the peripheral ground.
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Les CIl sont souvent utilisés dans des configurations différentes selon I'application. Par
exemple, un microcontréleur pourrait étre utilisé comme un contréleur monopuce dont les
accés E/S sont directement reliés au systéme de cablage externe. Afin de comprendre
I'influence d'une seule broche E/S sur le niveau d'émission du Cl, une méthode de mesure
supplémentaire, utilisant le méme matériel, est prévue. Cette mesure est appelée «mesure de
la tension RF monobroche des broches Cl» (voir également 4.3). Outre la mesure du courant
somme RF, il peut étre intéressant de mesurer le courant RF d'une seule broche d'alimentation
pour l'analyse d'un CI. Cela peut également étre effectué par I'application de la sonde de
mesure des courants RF. La sonde de courant RF peut par exemple étre appliquée a l'une
quelconque des masses parmi plusieurs masses ou aux broches d'alimentation, afin de
quantifier la contribution de la broche mesurée a I'émission dans son ensemble.

4.2 esure du courant RF

Pour I'egsai, cette mesure doit étre effectuée en mesurant la tension a 38isfance de
1 Q sous forme d'une sonde de courant RF utilisant un récepteur Kessah oit étre
effectuée a 'emplacement montré a la figure 1 et a la figure 2. kU G onde de
courant |RF est spécifiée en 6.2. Le niveau de tension RF mesu ¢ pa 2 tension
résultant de tous les courants RF retournant au CI a travers pin | . mesure
de tensipn peut étre convertie en courant en divisant la tension_par{} de.

4.3 Mesure de la tension RF aux broches CI

Cette mlesure est utilisée pour identifierNa con \ ’ bupe de
broches|a 'EME du Cl en essai. Cette i appfiquée aux broches glu Cl en
essai qui sont destinées a étre reliées directe i a circuit imgrimé ou
faisceayx de fils de grande longueur par une

impédance d antenne type de 150 Q, (comme spegcifi relier le
recepte 2 ’
réseau ( eausdhadapt

la charge doit étre etablle comme un
on est défini en 6.4.

D’autred ’ chargées comme spécifié dans la partie générale

de la CE

44 E

Les techni i & i-dessds ont les propriétés suivantes:

— repr Moilité S as/mesures, du fait que peu de paramétres ont une irfluence
sur k S

— capgci 3 {ifférentes configurations Cl (par exemple boitiers);

— lesn monobroche des différentes broches E/S dépendent de leur impoftance
pour I'émission dans une application spécifique;

— évaluation de la contribution EME du CI en utilisant la mesure de la somme des courants;

— fonction de transfert linéaire avec réponse a fréquence constante étant donné que la
mesure est effectuée en utilisant une impédance résistive;

— étalonnage simple de l'impédance de mesure en utilisant la mesure de la perte d'insertion;
— la mesure est également possible a de trés basses fréquences.

Avec ces caractéristiques, il est possible de mesurer 'EME des Cl avec un haut degré de
reproductibilité et cette technique offre par conséquent une bonne méthode de comparaison.

L’annexe D donne un exemple de la maniére dont les techniques de mesure peuvent étre
utilisées pour I’évaluation des ClI.
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ICs are often used in different configurations based on the application. For instance, a
microcontroller could be used as a single chip controller, with the I/O ports directly connected
to the external cabling system. In order to understand the influence of a single I/O pin on the
emission level of the IC, an additional measurement procedure, using the same equipment, is
provided. This measurement is named “single pin RF voltage measurement at IC pins”
(see also 4.3). In addition to the RF sum current measurement, the RF current measurement of
a single supply pin may be of interest in the analysis of an IC. This can also be attained with
application of the RF current measurement probe. For example, the RF current probe can be
applied to any of the multiple ground or supply pins in order to quantify the contribution of the
measured pin to the whole emission.

4.2 RF current measurement

In the tgst procedure this measurement shall be made by measuring theAxltage acgoss|the 1 Q
resistanjce of a RF current probe using a test receiver. The measurement sh e at the
location|shown in figure 1 and figure 2. The construction of the RK ecified
in 6.2. The RF voltage level measured by the receiver is the voltage Il of RF
currentq returning to the IC through the probe impedance. Thg can be
converted to current by dividing the voltage by the probe impeés

4.3 RF voltage measurement at IC pins

This mgasurement is used to identify the contrlb i f d Sj i a group of pirls to the

EME of|[the IC under test. This measu hose pins of the IC under
test thaL are intended to be connec an 10 cm) PCB trdaces or
wiring hjarness. These pins are loaded b 8 peédance of 150 Q, as slpecified
in IEC §1000-4-6. In order to connect tf Qi that has an input-impedance pf 50 Q,
the loagd has to be built as an imp¢ PN work is
defined|in 6.4.

Other I/D-

The abd

— high
— capd
— single

impq

— assgssment ofkthe EME contribution of the IC using current sum measurement;

— linegr\transfer function with constant frequency response as the measurement |s made
using resistive impedance,;

— simple calibration of the measurement impedance using insertion loss measurement;

— measurement is also possible at very low frequencies.

With these characteristics it is possible to measure the EME of ICs with a high degree of
reproducibility and therefore this technique offers a good method for comparison.

Annex D gives an example of how the measurement techniques may be used for the
assessment of ICs.
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Toutes les conditions d’essai nécessaires a la présente norme sont spécifiées dans la

CEl 61967-1.

6 Appareillage d’essai

6.1

Spécification du récepteur d’essai

L’appareillage de mesure doit satisfaire aux exigences décrites dans la CEl 61967-1.

6.2 S|pécification de la sonde de courant RF

La figurg 3 montre la construction de base de la sonde de courant R
Embout de Cable coaxial Apkareilige
la sonde 49 Q (Zo=50Q) de Nesure
10
Z]
IEC 896/02
Le tablél

Gamme de fréquence\$/

C@rant continu — 1 GHz

Résistande de mesuw

ésistance RF (faible inductance) 1 Q (1 %).

La résistance de mesure peut également étre composée de résistances
montées en paralléle, ce qui accroit I'intensité maximale de courant
admissible traversant la sonde (par exemple 2 Q//2 Q)

Résistanag/d\adeb\atits@\\ \ 49 Q (1%)
Courant n MI\ \ ) <0,5A
Impédande de sc}ﬁ% 40Q-60Q
Perte d'inkettiondans Ie Eircuit d’étalonnage |34 dB +2dB

Découpladc danste—circtit d’éta:uuuagu

N Lot £ A4
vorrTgure -1

Liaison cable

Cable coaxial souple a double protection avec une impédance de ligne
de 50 Q £ 2Q . Le connecteur RF doit étre monté avec une faible
réflexion. La perte d'insertion comprend le céble et la sonde. Les
variations de la longueur du cable font que les résultats des mesures
doivent prendre en compte un affaiblissement supplémentaire.

Construction

Sonde coaxiale ou construction comparable pouvant étre reliée a une
prise coaxiale d'une longueur de 4 mm. La résistance de mesure doit
étre le plus prés possible de I'embout de la sonde. Elle doit é&tre montée
de maniere a éviter tout dommage de nature mécanique. La liaison du
cable de sonde doit étre coaxiale. Bien que les embouts de la sonde
puissent généralement étre remplacés, ils doivent toutefois étre
solidement reliés au cable.

3 L'utilisation d’un bloc a courant continu est recommandée pour éviter tout endommagement de |'appareillage de
mesure par la tension en courant continu. Ce bloc doit avoir un affaiblissement <0,5 dB a la plus basse

fréquence a mesurer.
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All test conditions needed in this standard are specified in IEC 61967-1.

6 Test equipment

6.1 Test receiver specification

The measurement equipment has to fulfil the requirements described in [IEC 61967-1.

6.2 RFcurrentprobespecification

Figure 3 shows the basic construction of the RF current probe.

Probe tip

Coaxial cable
Z,=50 Q)

eastieme
uip!

\/

Table 1

49 Q (
|

DI\

IEC 896/02

Frequency range /\ \ >

> DC - 1 GHz

Measurenent resist<}\/

RF resistor (low inductance) 1 Q (1 %).

The measurement resistor can also consist of resistors in
parallel, which increases the maximum permigsible current
through the probe (e.g. 2 Q//2 Q)

Matching resist& \ ) 49 Q (1%)
Maximum€urrent \ N\ <0,5 A
Output impeda e% \ 40Q-60Q
Insertion |oss in caIiWircuit 34 dB +£2dB

Decoupling in*calibration circuit

See figure A.1 and figure A.5.

Cable connection

Flexible, double shielded coaxial cable with 50 Q +2 Q line
impedance. The RF connector shall be mounted with low
reflection. The insertion loss includes the cable and the
probe. Changes to the cable length will result in additional
attenuation to be considered with the measurement
results.

Construction

Coaxial probe or comparable construction, which can be
connected to a 4 mm coaxial socket. The measurement
resistor shall be as close as possible to the probe tip. It
shall be built in such a way that no mechanical damage is
possible. The connection of the probe cable shall be
coaxial; the probe tips should be replaceable, but
nevertheless firmly connected to the cable.

3 To prevent the measurement equipment from being damaged by DC voltage, the use of a DC block is
recommended. This shall have an attenuation of <0,5 dB at the lowest frequency to be measured.
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6.3 Essai de la capacité de la sonde de courant RF

La sonde de courant doit étre soumise a un essai de qualification et d’étalonnage avec le
circuit d’essai représenté et décrit en détail dans I'annexe A.

6.4 Spécification du réseau d’adaptation

Selon la CEI 61000-4-6, un réseau de cablage peut étre représenté dans la plupart des cas par
une antenne avec une impédance de 150 Q. Un réseau terminal de 150 Q + 20 Q doit étre
utilisé pour obtenir des résultats de mesures précis sur toute la gamme de fréquences.
L'appareillage de mesure habituel fournit une impédance d'entrée de 50 Q de sorte que le
réseau d'adaptation doit adapter l'impédance de ligne du signal a_ l'impédance de
I'apparefllage. Le schéma de circuits est représenié a Ta figure 4 et Tes caractérisiifjues du
réseau ¢'adaptation d'impédance utilisé sont données au tableau 2.

Zhrit

|R1 120qQ C16.8nF
| R2

Ventree

Générateur Rgse

de bruit
IEC 897/02

Figure 4 — Réseau d’adaptation(d’impédance 6

Tableau 2 - Wsh\

espondant a la CEl 61000-4

d’adaptation d’impédance

Gamme de fréquences Bf 150 kHz — 1 GHz

Impédande d’ entree%/e> &dance@rm\hqlekq\w/ﬁl 145 Q +20 Q

Perte d’ingertion dans unéys}a%/\a\SO})\/\ 0,2586 (-11,75 dB £ 2 dB)

Rapport de tension "grtMrée \/ 0,1738 (-15,20 dB + 2 dB)

onfigurati énérale d’essai

Le montage d'essaidoit&tre conformea ta figure 5. CetteTonfiguratiom generate d’essai
peut étre réalisée sous la forme d’une configuration spéciale d’essai (dont un exemple est
donné en E.2) ou de toute autre configuration, par exemple également dans une
application réelle.
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6.3 Test of the RF current probe capability

The current probe shall be tested for qualification and calibration in a test circuit shown and
described in detail in annex A.

6.4 Matching network specification

Based on IEC 61000-4-6, a cabling network can be represented in most cases by an antenna

with an

frequency range, a termination network of 150 Q

impedance of 150 Q. In order to get accurate measurement results over

the full

20 Q shall be used. Usual measurement

equment prowdes an mput |mpedance of 50 Q so that the matchmg network shaII match the

and the
Noise Im
generator
IEC 897/02
Figure 4 — Impedance matching netw ponding with IEC 61000-4-6
Table 2 - Wm of impedance matching network

Frequency range B, ,1'!’50 kHz — 1 GHz
Input impgdance W'M té}mmatl% >\ ) 1450 +20Q
Insertion |oss within a\S'O//?[&%tem\ N > 0,2586 (-11,75 dB = 2 dB)
Voltage ratio V ; / v(\ > 0,1738 (-15,20 dB * 2 dB)
7 Test w
71 G uration
The tes{ s€t-up shalMe in accordance with figure 5. This general test configuration can| be built
up in the_form of a special test configuration (an example is described in E.2) or in ahy other

configuration, e.g. also in a real application.
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7.2 Disposition pour carte d’essai a

Les lign
mesures

imprimé|.

Il est re
0,6 mm
inférieu
Il convidg
Silam
masses
d’isolati
Si néceg
recomm
boitier d

i
| Réseau [
C3 | d'adaptation : Z =500
7, =150 d’impédance ! |
II IC : ~ qu :
Q= 1/0 }
N i ’
ILJIasse Valimentation | R3 C4 : [_ c
1120Q 68 nF | ! <
2 ! R2 : 0
R—I**: :
! 51 Q |
I El
Masse CI c1 | e - - "
ppareillage
Sonde de mesure
| .-C5
Masse
(VY +5V

Alimentation

* Une résistance de polarisation a I'alimentation/a la masse
peut étre requise en fonction de I'application

es directrices suivantes sont\donrées 2nir une reproductibilité éle
5 et pour pouvoir fai mra ’

tre différentes cartes d’essai

commandé que ¢ 3S Al matériau de type époxyde (d’une épais
a 3 mm,aye diélegtrique d’environ 4,7). Les faces supér
e sont rer deCuivre de 35 um minimum.

nt que la ¢6 nférbe i Utilisée comme plan de masse.

e plus de 3 mMm sur chaque face.

ée des
a circuit

seur de
eure et

Bs deux

de CI doit étre située en dessous du dispositif en essdl. Il est

male de

On doit contrdler la capacité de couplage parasite entre masse Cl et masse périphérique pour
obtenir la précision nécessaire pour des fréquences assez élevées. Cette capacité de couplage

parasite

entre masse Cl et masse périphérique doit étre inférieure a 30 pF.

La masse Cl est seulement connectée a la masse périphérique par une sonde de 1 Q.
Il convient d’utiliser une prise socle pour la sonde de courant RF. Il convient que le blindage de
I’embout de la sonde de courant RF soit connecté a la masse périphérique RF par la prise,
tandis que la masse Cl ou le contact a la masse Cl est connecté a 'embout de la sonde de
courant. La connexion entre la masse Cl et 'embout de la sonde doit étre aussi courte que
possible. Dans tous les cas, la longueur de piste ne doit pas dépasser 15 mm. Il convient que
la piste soit connectée a la masse Cl a la distance la plus courte par rapport au centre du
dispositif en essai.
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: Impedance -I
C3 ! matching : Z =500
Ir 7, =150 0 network i |
= 10 | py
i
IL Vsupply : R3 C4 : [_ ’
1120Q 68 nF | ! G @
c2 | R2 ! -
R—I**I :
! 51 Q H
IC Gnd c1 e 2] —d
RF current Mea?Suringt
probe equipmen
| ,-C5
Gnd
oV +5V

Power supply

*[ pull up / pull down may be required depending on applicatien

7.2 Printed circuit test board layout

In order| to obtain a high degree of rep 3 ements and be able to make¢ a valid

comparison between differen{ prinied ci

The tes
dielectri
35 umc

The bot

If perip
isolated

If needd
should 1

To obtginthe necessary accuracy for higher frequencies, parasitic coupling cap

b 3 mm,

minimal

nds are

his area
ch side.

hcitance

between IC ground and peripheral ground shall be controlled. This parasitic coupling

capacitance between IC ground and peripheral ground shall be lower than 30 pF.

The IC ground is solely connected to the peripheral ground via the 1 Q probe. A socket for the
RF current probe should be used. The shield of the RF current probe tip should be connected
to RF peripheral ground by the socket, while the IC ground or the IC ground pin is connected to

the current probe tip. The connection between the IC ground and the probe tip shall be

as short

as possible. In any case, the trace length shall not exceed 15 mm. The trace should be

connected to the IC ground at the shortest distance to the centre point of the DUT.
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Si les directives indiquées ci-dessus ne sont pas applicables, la caractéristique de transfert de
la conception modifiée doit étre déterminée et documentée dans le rapport d’essai.

Il convient que le dispositif en essai et tous les composants nécessaires pour le faire
fonctionner soient montés sur la face supérieure de la carte d’essai. Il est recommandé que la
plus grande partie possible du cablage soit acheminée dans la couche supérieure. |l convient
que le dispositif en essai soit placé au centre de la carte a circuit imprimé et que les réseaux
d’adaptation nécessaires soient placés autour de cette partie centrale. Il convient que le
cablage entre les broches CI et le réseau d’adaptation soient congus de maniére a avoir une
impédance de ligne de 150 Q. Si I'impédance de ligne de 150 Q est difficile a mettre en ceuvre,
il faut que la ligne ait 'impédance maximale raisonnable mais suffisamment courte pour étre
conforme aux exigences du tableau 2.

Il convignt que le cablage des sorties des réseaux d’adaptation soi oir une
impédance de ligne de 50 Q. On peut trouver un exemple de dispOsiti b circuit
imprimg en E.2.1.

L’alimentation doit étre connectée avec un seul fil directement al\conde . pourrait
étre un|dispositif pour montage en surface, de type éleéirolyti ik une valg¢ur d’au
moins 10 uF. Le condensateur C5 doit étre positionné aproximité de S e.

La cartg d’essai peut étre de forme rectangulaire

8 Prdcédure d’essai

Les exigences de cette procédure d’esgai sont d ns la CEl 61967-1.

9 Rapport d’essai
Les exigences pour le fapp

paux de
mission
on peut
ndustrie

Les réslltats d

classifigation ou deé
est prés
étre ap
automolpi
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If the above mentioned directives are not applicable, the transfer characteristic of modified

design shall be determined and documented in the test report.

The DUT and all components needed to operate the DUT should be mounted onto the top side
of the test board. As much wiring as possible should be routed in the top layer. The device
under test should be placed in the centre of the PCB, while the needed matching networks
should be placed around this centre. The wiring between the IC pins and the matching network
should be designed to have a line impedance of 150 Q. In case the 150 Q line impedance is
difficult to implement, the line must be of the maximum reasonable impedance but short

enough, in order to comply with the requirements of table 2.

impeda
The suf

surface
C5 shall be positioned near the probe socket.

The tes

8 Test procedure

The reqpirements for the test proceduré are

9 Test report
The reqpirements for the tg

Emission measuremeni\restits

vels. An

example of a classification ission levels is presented in annex B. In addition,

annex d shows how th
ICs used in the auton

e may be applied to set-up reference g

vels for
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Annexe A
(normative)

Procédure d’étalonnage de sonde

Le circuit d’essai représenté a la figure A.1 est recommandé pour 'étalonnage de sonde. Il se
compose d’une carte de circuit imprimé utilisant les techniques de microlignes de transmission
(voir figure A.3). La carte a un accés d’entrée auquel le générateur RF est connecté. La sonde
de courant RF a étalonner est connectée a I'accés de sortie. La sortie de la sonde de
courant|RF est connectee au recepteur d'essal (voir figure A.4). Cette proced d’etalonnage
mesure|l’isolation fournie par le circuit d’essai dans un systéme de 5 oir 8galgment le
CISPR 16-1) et la perte d’insertion de la sonde de courant RF.

Deux mlesures séparées sont nécessaires. La premiére mesuyre alisé b circuit
d’essai fonfiguré comme représenté a la figure A.1, schéma A. s\l ‘est pas
insérée| Pendant le balayage de la gamme de fréquengessexi crateur RF,
mesurel la tension apparaissant a la sortie de la sonde d

50

1

Générateur RF — ™ @} — Sonde

\ $ :
\)ﬁ.

IEC 899/02

La deuxié iere identique a la premiére mais avec la |pince A
installéq F a I'entrée de la sonde comme représenté a la
figure A S uredonne la perte d’'insertion de la sonde de couranf RF qui

indique ilite. igure™.2 montre un résultat d’'une telle mesure.

B

25

Perte d’insertion

—40
0,00E+00 1,00E+08 2,00E+08 3,00E+08 4,00E+08 500E+08 6,00E+08 7,00E+08 8,00E+08 9,00E+08 1,00E+09

Fréquence Hz
IEC 900/02

Figure A.2 — Perte d’insertion d’une sonde de 1 Q
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Annex A
(normative)

Probe calibration procedure

The test circuit shown in figure A.1 is recommended for the probe calibration. It consists of a
PCB laid out using microstrip techniques (see figure A.3). The PCB has an input port to which
the RF generator is connected. The RF current probe to be calibrated is connected to the
output port. The RF current probe output is connected to a test receiver (see figure A.4). This

calibratipn procedure measures the isolation provided by the test circuj
(see alsp CISPR 16-1) and the insertion loss of the RF current probe.

While sweeping the RF generator over the required frequen
appearing at the output of the RF current probe.

1
RF generator —» C}>{
QQ El&

The seqond meas i ‘ identically to the first but with clamp A ins

shunt the RF gefie

measur¢ment resylts\in stfent probe insertion loss which indicates its se

Figure A.2 skows siyt-o

RN

R a measurement.

system

the test

inserted.

voltage

alled to
B. This
nsitivity.

Insertion loss dB

—-40
0,00E+00 1,00E+08 2,00E+08 3,00E+08 4,00E+08 5,00E+08 6,00E+08 7,00E+08 8,00E+08 9,00E+08 1,00E+09

Frequency Hz

IEC 900/02

Figure A.2 — Insertion loss of the 1 Q probe
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La différence calculée des deux mesures est appelée «découplage». Le découplage doit étre
supérieur a la limite indiquée a la figure A.5. Le découplage est égal a la dynamique de mesure
par rapport a la source du signal. Le découplage inclut les caractéristiques de qualité, la
sensibilité et le blindage de la sonde.

< 60 mm >

q/

Zone de montage pour jack 4 mm

Orifice 1,0 mm Q
pour

prise de

40 mm | jack N

-
-

1,0mm 5,08 mm P

one de soudage pour
de de prise de jack N

2.8 mm Pince A c

tageNde la prise
jack N\(avec bride §MA)

2/
y
Contacts par trous
traversants permettant|
de relier les deux coté:
1

Coté montage de la prige
de jack de 4 mm

2 -

Echelle 1,6:1 IEC 901/0p

&S

1 Zone de couplage

Légende

2 Masse de référence

Figure A.3 — Disposition du circuit d’essai d’étalonnage
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The calculated difference of both measurements is called the “decoupling”. The decoupling
shall be above the limit shown in figure A.5. The decoupling is equal to the measurement
dynamics in relation to the signal source. The decoupling does include the quality
characteristics, the sensitivity and the shielding of the probe.

< 60 mm N
A
Assembly area for 4 mm jack (]/
Hole for .§ ~ 1,0 mm
Njack 8 175 m;:om Q
& Z *
40 pm °'%5 10mm 508 mm .
s 3,0mm p
o D
25
Q = B
28mm») Clamp A y si ack
flange)
v
y
Trough hole contacts tp
connect both sides
1
Assembly side
of 4 mm jack
2 ~
C) Scale 1,6:1 IEC 901/0p

Key
1 Coupling area

2 Reference ground

Figure A.3 — Layout of the calibration test circuit
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Générateur RF Jack N Circuit d’essai

(Zo, =50 Q) Récepteur
(Z;=50 Q)

Jack coaxial
de 4 mm

Connecteur N

Sonde
IEC 902/02

Figure A.4 — Connexion du circuit d’essai d’éta age
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Annexe B
(informative)

Classification des niveaux des émissions conduites

B.1 Remarque d’introduction

Cette annexe est destinée a fournir une méthode de classification des niveaux des émissions
conduit¢s— des circuits integres par lapplication des conditions d essai dans la
présent¢ spécification.

B.2 Généralités

Cette afnexe n’est pas destinée a spécifier ou a implique imH 0l bnduites
pour leg . ateur, il
est pos : conduit
maximal admissible pour un circuit intégré particulie lorsque
I'essai ¢ !

Il est ad ctionner
comme par une
applicat sible de
dévelop ue.

B.3 Définition des ni

utilisés
sé pour

Le schéma de la
pour définir une

iSsions mesurées. Ce schéma peut étre util

classer |a la fois le vec la sonde de courant RF et la tension|RF aux
broches] 2 an uti \ au d’adaptation d’impédance.
Le sché Ui Jo (i & réponse a impulsions trapézoidales et propose troig pentes
différenfes itudes-d’émisgion avec une distance de 6 dB:
« O0dH S Sgrie: ligne d’amplitude constante jusqu’a la premiére

fréq

e —-20|dB/décade ™ (théorie: réduction d’amplitude jusqu’a la seconde
fréq lence de coude 1/(1TT[))

*+ —40 dB/décade (théorie: réduction d’amplitude aux fréquences > 1/(mr,)).

Les fréquences de coude dépendent des temps de montée/descente (71,) ainsi que de la durée
d’impulsion (7).

Le schéma de niveau d’émission de la figure B.1 permet le choix de différentes pentes pour
différentes fréquences pour mieux décrire 'EME conduite mesurée. L’EME peut étre décrite
avec une, deux ou trois pentes selon ce qui est nécessaire pour mieux correspondre aux
données mesurées.

Différentes combinaisons sont possibles qui refletent les exigences actuelles de I'application
de maniére bien plus précise (par exemple adaptées a la fréquence de commutation des accés
du microcontrdleur).
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Annex B
(informative)

Classification of conducted emission levels

B.1 Introductory remark

The purpose of this annex is to provide a method of classifying the conducted emissions levels

of integ

B.2 (

This an . ever, by
careful it i 5Si to develop a
device specific
integrat s in this
docume]

It shoul cannot
function ' careful
applicat S g it would be possible to d¢velop a
docume Fi

B.3 Definition of e

The diagram in figure B. p define
the ovefall envelppe of both the
RF currégnt measured bd using
the impe¢dance matct

The sch rs three
differen

« O0dH

e =20

« —40|dB/dectade eory: decrease of amplitude at frequencies >1/(r,)).

The corner frequencies are dependent on the rise/fall times (7,) and the duration (1) of the pulse.

The emission level diagram shown in figure B.1 enables the selection of different slopes for
different frequencies to better describe the measured conducted EME. The EME can be
described with one, two or three slopes as required to best fit the measured data.

Various combinations are possible reflecting the actual requirements of the application much
more precisely (e.g. adapted to the switching frequency of the ports of a microcontroller).
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B.4 Présentation des résultats

La description du niveau maximal d’émission peut comprendre jusqu’a trois éléments. Chaque
élément représente un des trois identificateurs de pente disponibles comme décrit en B.3 et
représentés a la figure B.1. Les lettres majuscules sont utilisées pour indiquer une pente de
0 dB/décade. Les chiffres sont utilisés pour indiquer une pente de —20 dB/décade. Les lettres
en minuscule sont utilisées pour indiquer une pente de —40 dB/décade. En partant de I’hypo-
thése que l'une des trois pentes n’est pas nécessaire, la lettre ou le chiffre correspondant ne
sera pas pris en compte. Le niveau d’émission maximal défini a la figure B.1 offre une maniére
normalisée de communiquer des niveaux d’émission maximaux sans ambiguité.

En genlral e premier élément est une Tettre majuscule qui représente Iamp ude nmjaximale
des domnées mesurées. Le deuxieme élément peut étre soit un b |lettre
minusclule qui définit la position de la pente de —-20 dB/décade décade,

respectivement. Le troisiéme élément peut étre une lettre majuscule puscule
ou un chiffre.

Dans lel cas d’émissions mesurées qui sont proches de celles\résultast KuneMormg d’onde
trapézoidale, la lettre majuscule est la premiére et 1 35eN ifi la ligne
horizontale avec pente de 0 dB/décade. En deuxiéme,0On e~qui définit Ja pente
de -20|dB/décade. En troisiéme la lettre minuscule~qui \défiri{ la position de Ip pente
—40 dB/fécade.

Les poipts d’intersection des pentes xeprésex a per
coude dgcrites en B.3.

la deuxiéme fréquence de

NN |
UNNN |
] & N
| AN NN
NS\ NN\
r NN
\ : \ S
INAW NN
Q AN AN
ASSENN WA XN
KON\ NN
o RRNRN AN
oo N
L | AN N

T
8108 2 3 456 8100 2 3 456 818 2 3 456 81
f Hz >

IEC 904/02

Figure B.1 — Schéma des niveaux d’émission
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B.4 Presentation of results

The description of the maximum emission level can consist of up to three digits. Each digit
represents one of three available slope identifiers as described in B.3 and shown in figure B.1.
Capital letters are used to indicate a 0 dB/decade slope. Numbers are used to indicate a
—20 dB/decade slope. Small letters are used to indicate a —40 dB/decade slope. Assuming that
one of the three slopes is not needed, then the corresponding letter or number will be left off.
The defined maximum emission level in figure B.1 offers a standardised way to communicate
maximum emission levels unambiguously.

In general, the first digit is a capital letter that represents the maximum amplitude of the
measured data. 'he second digit can either be a number or small lefter t deanes the
position| of the —20 dB/decade slope or —40 dB/decade slope, respectiy, irdgligit can
be a capital letter, small letter or number.

In the fase of measured emissions that approximate those ing bezoidal
waveform, the capital letter is first and represents the posiion © i ne with
0 dB/defade slope. Second is the number which defines Ide. The
third and small letter defines the position of the —40 dB/desade

The poipts of intersection of the slopes represent the fj orner frequencies as
describgd in B.3.

O\
NN
AR
ARARSINEIN NN

N 3 ®

SOy

\L SR\ L

B 8 8 &5 2 8 B
7
7
/o
%

{2
%} 0

NN NN AN BN NN
AN NN N\ NN\ AN N NN
56 8107 2 3 456 81 2 3 456 81

f Hz —>
IEC 904/02

Figure B.1 — Emission level scheme


https://iecnorm.com/api/?name=62a31ad9e6da8df2730bef2901bc56b3

V dBpV —»

84

72

60

—34 -

61967-4 00 CEI:2002

789 SR R

S . A

Courbe limite de la

541 - zone totale "G8F"
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Figure B.2 — Exampl¢ umemission level G8f
B.4.1 Example 1
Figure B lescribe
the me3
Other n
“8f”:  ng her than
th
ufn: or y to be
mEg
“8”: o eCade slope is used; this is useful if the lowest frequengy to be
measured igher than the first corner frequency, and the highest frequency to
bg measured s lower than the second corner frequency.
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B.4.2 Exemple 2

Ceci est un exemple de la maniére dont le fournisseur de CIl pourrait caractériser les
performances d’émission d’un circuit intégré pour la vente ou l'ingénierie. Le tableau B.1
montre les courbes limites (tension) pour toutes les broches de Cl et la courbe limite pour le
courant de somme (en dBuV).

Tableau B.1 — Niveaux d’émission

Numéro de broche Courbe limite
1 H11m
2 HTTm /
3 H11m N\
4 Hitm N\
5 H1tm A~ O\ \
6 13q\ \
i SENNRNE)
° ZERNAVIAN
(O AN
Courant de somme (\\// Lﬁ\5€ \

&

&



https://iecnorm.com/api/?name=62a31ad9e6da8df2730bef2901bc56b3

61967-4 O IEC:2002 - 37 -

B.4.2 Example 2
This example shows how the IC supplier might characterise the emission performance of an

integrated circuit for sales or engineering purposes. Table B.1 shows the limit curves (voltage)
for all IC pins and the limit curve for the sum current (given in dBuV).

Table B.1 — Emission levels

PIN number Limit curve
1 H11m
2 H11m
3 H11m (
4 Hitm
5 Hitm O\
e EZANN
7 Ag 1\ X
: SN
/ N
Sum current — K g 7",\55 \/

&
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Annexe C
(informative)

Exemple de niveaux de référence pour applications automobiles

C.1 Remarque d’introduction

Cette annexe contient des exemples de niveaux de référence, destinés a étre utilisés avec les
procédures d’essai d’émissions selon la présente norme pour les mesures des perturbations

dioéleetriet P P PR DI - U Ao ACA LIl & 4 ANN ML
raaioe trigtesS—tansTagammeaereqtuencesS e TouU Kz a T ootz

ue aux
Qur les

Ces niyeaux de référence sont tirés du schéma de I'annexe R
semicorducteurs utilisés pour les composants automobiles.
semicorjducteurs sur d’autres applications peuvent étre différente

Les nivgaux de référence de cette annexe sont des niveauxrec oumis a
modificgtion selon accord entre le constructeur automobile e WSS be composants et
de semiconducteurs.

Sur la bpse de I'expérience de I'industrie automop

Les meg$ures des émissions des semiconducte complétement caractériser
la capat¢ité de perturbation des composa : ' des’/véhicules dans lesqugls elles

sont appliquées. Cela s’explique par le arents 8 dans le véhicule et les composants de
véhicul{ (par exemple masse, résona b couplage), qui peuvent également
participgr au comportementd’ émissi mportement d’émission. C’est pourquoi
les mes peuvent pas complétement remplacer les
mesure ISPR 25 4.

C.2 (

Cette amnexe défipi 2 érence dans la mesure ou I'emplacement de montage,
la const , 2k les faisceaux de cables, les masses et la concepption de
carte p iPCHli i yvent affecter le couplage des perturbations radioélectriques
générésg NC ent des dispositifs a semiconducteurs sur la radio de bord.

dispositif a semiconducteurs spécifique (en fonction de lalgamme
ire 'objet d’un accord entre le constructeur de véhiculgs et le
ants et de semiconducteurs.

Les nivea
de fréq
fournisseur dé

Dans dés—cas particuliers_un écart par rapno cesclasses de niveaux—de référence peut
faire I'objet d’un accord entre les utilisateurs de cette norme conformément aux exigences de
I'annexe D.

C.3 Niveaux de référence

Pour avoir une réception radio acceptable a l'intérieur d’'un véhicule, il convient que le bruit
conduit ne dépasse pas une des valeurs ayant fait I'objet d’'un accord et représentées aux
figures C.1 et C.2.

NOTE Les résultats des mesures utilisant la méthode a 1 Q ne correspondent pas a ceux utilisant la méthode a
150 Q dans tous les cas (par exemple dans les cas de sources ou d'impédances de borne différentes).

4 CISPR 25, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des perturbations radioélectriques pour la
protection des récepteurs utilisés a bord de véhicules
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Annex C
(informative)

Example of reference levels for automotive applications

C.1 Introductory remark

This annex contains examples of reference levels intended to be used on the emission test

procedures according to this standard for the measurements of radio /disiorpances in the
frequengy range of 150 kHz to 1 000 MHz.

The refgrence levels are a selection from the scheme in annex B. Ifappli icopductors
used fof automotive components. The requirements for semicorduct ications
may be different.

The refgrence levels in this annex are recommended agreed
between the vehicle manufacturer, the component and

Based gn the experience of the automotjve indusfry,

Semiconductor emission measurem rbance
capability of electronic vehicle componerts In i applied. The reason for this is
seen in| various effects in the vehiclesand vehi \ onance,
attenuation and coupling), which may a nge the
emission behaviour. Therg smj replace
vehicle PR 25 4,

C.2 ¢

Since th < i clebady construction, harness, grounding and printed circuit
board (R pling of radio disturbances generated by the opefation of
semicor ' d radio, this annex defines reference levels.

The levels specific semiconductor device (as a function of frequency band) are
to be agreed ™ i manufacturer, the component and the semiconductor supplier.

In specific cases; viation from these reference level classes can be agreed between the
users of| this'standard according to the requirements of annex D.

C.3 Reference levels

For acceptable radio reception in a vehicle, the conducted noise should not exceed one of the

agreed values shown in figure C.1 and figure C.2.

NOTE Results of measurements using the 1 Q method do not correspond to those using the 150 Q method in all

cases (e.g. in cases of different source or terminal impedance).

4 CISPR 25, Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics for the pro
receivers used on board vehicles

tection of
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C.3.1 Mesures des émissions conduites, méthode a1 Q

dBpv
(2]
o

/

AVAVAVAVAVS
AW AWAWAW

JAVAVAVAaYi

/

/

/
JAWAWAITAWANA
/

/
224
AN

La confprmité aux niveaux de référerice d i . e pas dans tous les cas une
suppresjsion suffisante du bruit émis parun semj exemple si la réparti#on des
courant$ de perturbation n’inclut pas toutes le ignificatives. Cependant, les mesures
sur les seules lignes de masses peuvent spuyen ne impression moyenne concernant
la capagité des semiconducteurs a émetire %

C.3.2 Mesures des é méth

Cette meéthode e i njveaux d’émission sur les broches indiv|duelles.
C’est ppurquoi t _Rabi utres mesures doivent étre réalisées pour| décrire

complétement la capacite eurs a émettre des perturbations.

oo AL\
84 Y M
A N
N A T
;‘ N YL T
0 _ ™~ U
> 54 V ™~ N ™~
@ 48 ™~ Rn N
42 ~ x 8-H
36 o~ [~ ol
N I~ .
30 NI N 10K
24 - ] 1L
18 N 12-M
12 13-N
6
0
6
0,1 1 10 100 1000

MHz

IEC 907/02

Figure C.2 — Méthode a 150 Q — Niveaux de référence pour perturbations conduites

provenant de semiconducteurs (détecteur de créte)


https://iecnorm.com/api/?name=62a31ad9e6da8df2730bef2901bc56b3

61967-4 O IEC:2002 -41 -

C.3.1 Measurements of conducted emissions, 1 Q method

%
9
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dBpv

/

JAVAVAVAVAV
///II///I/

/

/

/
JAWAWAITAWANA

/ 1/
Jr i Jr 7
/
/\_\_\
T
AN

Conformpance with the reference le M . ensure a sufficiept noise
suppresjsion emitted by a semicondustor N . if the disturbance Furrents
distribution does not include all significart lines, However, measurements only on thg ground
lines can often give an average impressi 9 e semiconductor capability| to emit

disturbances.

C.3.2 Measureme

This mgthod is to be N i amission levels on single pins. Therefore, it |is usual
that furfher measuremeg
emit disfurbances camp

N\

oo AL\
84 Y M
A N
N A T
g‘ N LT
0 _ ™~ U
> 54 V ™~ N ™~
@ 48 ™~ Rn N
™~ ™~
:2 N I~ 8_‘H
N Y ™~ 9"'
30 T N 10-K
24 - ] 1L
18 Sy 12-M
12 13-N
6
0
6
0,1 1 10 100 1000

MHz
IEC 907/02

Figure C.2 — 150 Q method — Reference levels for conducted disturbances
from semiconductors (peak detector)
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Annexe D
(informative)

Exigences CEM et méthode d’utilisation
des techniques de mesure CEM CI

D.1 Introduction

définlition de
urer les
stéemes,
utilisés
sure de
bblémes

niveaux| de classification d’émission et de procédures d’essai adap

émissiopns générées. Il existe des normes CEM avec des limites d’émissi
sous-syptemes et modules électroniques mais il n’en n’existe pas €
dans cgs systémes, sous-systémes et modules. Les procédurg
CEM pqur CI constituent une tentative pour combler ce vide)
importants qu’il faut d’abord régler.

D.2 Utilisation des procédures de mesures /CEM

si, avec
quant la

En I'état actuel des choses, la qualifica
la mesyre du courant RF, on mesu

seule uhe sélection de broches peut broche
unique. [Si cela a été effectué, on doit le
Le tablgau D.1 présente i ibilité vsesquelles la procédure de meslire peut

étre rédpite.

Ta la procédure de mesure peut étre réddite

Configuration du CI

— Plusieurs broches (accés E/S) avec le mémse
cd comportement CEM
Ci
cq

Compte tehu de I'existence de plusieurs parameétres ambiants techniques (voir aussi le
tableau—DB72) stati i ' M des
systémes et des modules ni entre les mesures CEM des modules et des Cl. L’approbation
finale d’'un module — et par conséquent aussi du Cl — est seulement possible aprés une
mesure CEM satisfaisante du systéme.

Normalement, un déparasitage complémentaire tel que des filtres et un écran métallique est
requis. La réalisation de ces différentes mesures de CEM a l'intérieur du Cl et/ou a I'extérieur
de celui-ci sur la carte de circuit imprimé dépend largement du codt et de la faisabilité (espace
disponible, etc.).
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Annex D
(informative)

EMC requirements and how to use EMC IC measurement techniques

D.1 Introduction

The dev

elopment of EMC optimised systems, modules and ICs requires the definition of

emissiof
emissioh

moduleg, but do not yet exist for the ICs used within those systems,

classification levels and suitable test procedures 1o meagure Yhe generated
s. EMC standards with emission limits exist for electronic sysjetns, subsystems, and
odules.

Standarfdised IC EMC measurement procedures are attempting to cld¢se\the g byt significant

problemis exist which must first be overcome.

D.2 U

sing EMC measurement procedures

Based gn what is known today, a full qualification of &n | ined if, together with

the RF purrent measurement, the individual pin

method
tested v
explanat

Table D

Table D.1 — Examples i(whic

d~Napplying the sipgle pin

In specific applications with r selection of pins|may be
ith the single pin method. If thi ; g to be documented|with an
ion for the user.

1 lists some possibilities whereby t mt procedure can be reduced

ent procedure can be reducec

N N
Comp}{nen(reﬁé?k%&{am&grs Configuration of the IC

cqnnected to the' P,

Several Rins pot sed an€l thersfore not — Several pins ( I/0O ports) with the same EME
o.potential~ctnrentNoop) [ behaviour

Existing W on the IC\ot use

Becaus¢
correlat
module
IC, is orn

Normall

nicalVambient parameters (see also table D.2), there is no direct
n system and module EMC measurements as well as petween
rements. The final approval of a module, and therefore als¢ for the

.additional suppression of interference is needed such as filters and metal screening.

The implementation of those various EMC measures within the IC and/or outside the IC on the
PCB is very much dependent on the cost aspects and feasibility (space availability, etc.).
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D.3 Evaluation de I'influence des Cl sur le comportement CEM des modules

En fonction du statut de développement d'un systéme, différents aspects peuvent étre
observés en ce qui concerne la CEM:

a) sélection de CI existants, qui sont déja utilisés dans d’autres systémes du méme domaine
d’application et dans des produits au comportement CEM connu;

b) reconception des ClI, déja utilisés dans d’autres applications et produits;

c) Cl adaptés aux Cl pour les systéemes du méme domaine d’application.

Dans le ieanttees—se i e estRécessyire pour
comprendre et determlner quels parametres CEM ambiants mfluencer at le C. La|gélection
des nivgaux d’émission maximaux sera fondée sur ces paramétres (vQ

Tableau D.2 — Parameétres ambiants liés au systé

tal%

Parameétres ambiants liés aux composants Parametres/aﬁb{a}n\ SQ\m qu s au\(stem

)

— Loncept de masse
— Concept de filtre
— Pélection

— Pisposition

— Londitions d’exploitation, logiciel

Dans l¢l cas de b), . S sembte d’activités de développement qui
influencent le comportemer

Dans l¢ , el étre déterminée sur la base de l'applicgtion. La
spécificati e émission maximale ainsi que I'étenflue des
mesure >

Modifications hors silicium

— Modification de la grille de connexion
— Modification du boitier

— Modification de Vajimentation

responsabilité de I'utilisateur)

Dans tous les cas, il convient qu'une décision préliminaire soit prise pour accepter les résultats
d’essai des Cl sur la base de la méthode de mesure proposée.
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D.3 Assessment of the IC influence to the EMC behaviour of the modules

Depending on the development status of a system, different aspects can be seen in relation to
the EMC:

a) selection of existing ICs, which are already used in other systems of the same application
field, and in production with a known EMC behaviour;

b) redesign of ICs, which are already used in other applications and in production;

c) customised ICs for systems for the same field of application.

£ AV ¥ 7 H £ 4l tara £ 4 / L 4 tes e i H
In the Ao T Ul Gl, IS TAMPUTITTIVE  UT Ui1c OyOLCIII mrarnmuraviur i/ ouvuuritrda Sary In

order tq understand and decide which EMC ambient parameters will IC. The
selectiop of the maximum emission levels will be based on these paranieters D.2).

Table D.2 — System- and module-related ambm%tﬁ

Component-related ambient parameters System/-{ﬁe{i}rQ ar&%t parameters
e

— {5round concept

— Filter concept

— Pcreening

— fayout
— Working conditions, software
%\/el
In the dase of c), the lication.

The profuct specification g ’ ximum emission levels and the extent of the
i successful development.

he EMC

In the gase of b), table D.3 lists a set o
behaviolr of the system.

at the IC which influence the EMC

PR
/\\&N%W Changes off silicon

ha
waxe red%%m — Change of leadframe

— Change of package

— Bhri eometry — Change of Vsupply

— Boftware cha (user’s responsibility)

In all cases a preliminary decision should be taken to accept the test results of the ICs based
on the proposed measurement method.
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Annexe E
(informative)

Exemple de montage d’essai comprenant une carte principale
d’essai CEM et une carte d’essai EME CI

El:2002

La présente annexe décrit un montage d'essai congu pour les mesures du temps de
propagation des dispositifs logiques rapides et qui convient également aux mesures CEM. Le
montage d'essai comprend une carte prmmpale pour essai CEM pouvant etre utilisée pour

toutes ¢
peut étr

nexions
te carte

pour esgai contient le Cl en essai, les composants nécessaires au fg Cl ainsi
que les|composants du réseau d'adaptation de 150 Q a 50 Q . Il ca 5ent que
la carte|pour essai Cl fasse I'objet d'une nouvelle conception po pour un
groupe fle Cl. La présente annexe décrit les deux types de carte

E.1 Carte principale d’essai CEM

Ce qui { réalisée
pour cohvenir a l'appareillage de mesure d'une impéda de 50.Q. incipgle pour
essai CEM (voir figure E.1) est utiliség = gai EME CI a l'appareillage
de mesuyre. La carte principale pour esgai e b a sept

coucheg de dimensions 293 mm x 293 comme
coucheg d'alimentation V1, V2 et V3 p livantes
des deux cbétés de la carte sont des cquch galement utilisées comme la masse
de protgction RF des cou ari carte a
circuit imprimé.

La cartg¢ pour essai E a partie supérieure de la carte principale pour
essai CEM et ce 2 M3x6; la longueur des vis dépend de I'épaisseur
de la cgrte pour ‘ s8Grent la liaison de masse entre la carte ptincipale
pour essai CEM €etda S sai/EME CIl. Toutes les autres connexions électriques
s'effectd 4" broches pogo. Les broches pogo sont soudégs sur la
carte pr| quement a l'aide d'une bague PTFE. Quatre cornnexions
parmi le effectives sont déja reliées aux circuits d'alimentation V1, V2[V3 et a
la mass pour alimenter la carte pour essai EME ClI
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Annex E
(informative)

Example of a test set-up consisting of an EMC main test board

This an

and an EME IC test board

nex describes a test set-up, which has been designed for propagation delay

measurements of fast logic devices; it is well suited for EMC measurements too. The set-up

consists of an EMC main test board, which can be used for all measurements with no change
in Iayodt Up to 84 connections can be made to the so-called EME IC test bward~ This test
board carries the IC under test together with the components needed t rate and
the comlponents of the 150 Q to 50 Q matching network. Consequenily d has to
be designed from new for each IC or at least for a group of ICs. In th Ppboards
are des¢ribed.

E.1 The EMC main test board

The fol a 50 Q
impedamce measurement equment The EMC 5 i .1) is Jused to
connect i p en-layer
printed ¢ dre used
as pows 9 on both
sides alfe ground layers, which are alsg s th F i i ayers on
the top and the bottom of the PCB.

The EM vith four
screws |(M3x6; the leng IC test
board). [The screw [ EME IC
test bodrd. All he pogo
pins arg solderedNpto ir of the
84 connecti a ND, and
are use
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